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El eje transversal de crecimiento de cristales de la Asociacién Francesa de Cristalografia
(AFC) esta dirigido por el Comité Francés de Crecimiento de Cristales (CFCC, Comité
Francais de Croissance Cristalline). Esta compuesto por representantes de las redes
profesionales relacionadas con el crecimiento de cristales y de dos miembros de la junta
directiva de la AFC. El CFCC elige a su moderador cada dos afios (2018-2020: Matias

Veladzquez), y sus miembros actuales son:

e Romain Grossier (CRISTAL) y Frangois Puel (CRISTAL y IOCG),
¢ Philippe Guionneau y Pierre Bordet (junta directiva de la AFC),

e Yann Le Godec y Frangois Baudelet (red de las altas presiones),
e Monika Spano y Francoise Bonneté (IOBCr),

¢ Philippe Veber y Valérie Dupray (red CRISTECH),

e Matias Veldzquez y Bertrand Ménaert (red CMDO%),

e Mathis Plapp y Silvére Akamatsu (GDR SAM),

e Jean-Noél Aqua (GDR PULSE),

o Wilfrid Prellier (GDR OXYFUN y red RECITAL).

- “CRISTAL"” es la comunidad francesa que se dedica a la investigacion sobre la

precipitacion y la cristalizacion industriales: http://www.colloque-cristal.fr/

-  “red de las altas presiones” es una red del CNRS (60 laboratorios, 280 miembros)
especializada en investigaciones avanzadas sobre las altas presiones:

http://www.reseauhp.org/

- “IOBCr” es la Organizacion Internacional de la Cristalizacion Bioldgica (20
laboratorios): http://www.iobcr.org/
- “red CRISTECH"” es una red del CNRS (40 laboratorios, 300 miembros) relacionada

con las tecnologias de cristalizacibn y de crecimiento de cristales:
http://cristech.cnrs.fr/
-  “red CMDO*"” es una red del CNRS (40 laboratorios, 320 miembros) que se dedica

a la investigacién sobre los cristales, las micro- y nano-estructuras y los dispositivos

opticos: http://cmdo.cnrs.fr/

- “GDR PULSE" (Procesos ultimos en epitaxia de los semiconductores) es un consorcio
de investigaciones del CNRS (30 laboratorios, 250 miembros) que relne a los
especialistas de los mecanismos fundamentales regulando el crecimiento epitaxial,

sus nuevos témas y técnicas emergentes, asi como las propriedades y aplicaciones

de los sistemas epitaxiales : http://www2.im2np.fr/GDR CNRS Pulse/index.html
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“GDR SAM” (Solidificacion de aleaciones metdlicas) es un consorcio de
investigaciones del CNRS (22 laboratorios, 87 miembros) que se dedica a la ciencia

de la solidificacion : http://solidification.cnrs.fr/

“GDR OXYFUN” (Oxidos funcionales: del material al dispositivo) es el consorcio de
investigaciones del CNRS (54 laboratorios, 460 miembros) que estudia el depdsito
de capas delgadas y de super-redes de éxidos de metales de transicién, sus

caracterizaciones y integracion en dispositivos:  http://inl.cnrs.fr/gdr-

oxyfun/index.php/fr/

“red RECITAL"” (Red de crecimiento por ablacion con laser pulsado y instrumentacion
relacionada) es una red regional (20 laboratorios, 40 miembros) para los usuarios
de técnicas de depdsito con laseres pulsados y instrumentacion relacionada

aplicadas al crecimiento de capas delgadas cristalinas: https://www.u-

picardie.fr/recital/

Dentro del eje transversal de crecimiento de cristales de la AFC, el CFCC tiene como

objetivos:

dar visibilidad internacional a las redes y comunidades francesas relacionadas con
el crecimiento de cristales, tanto en instituciones cientificas nacionales como
internacionales, como la Organizaciéon Internacional de Crecimiento de Cristales

(http://www.iocg.org/), la Red Europea de Crecimiento de Cristales

(http://www.encg.info/), la Unién Internacional de Cristalografia

(https://www.iucr.org/iucr) y su Comisién de Crecimiento de Cristales y de

Caracterizacion de Materiales (https://www.iucr.org/iucr/commissions/crystal-

growth);
organizar acontecimientos cientificos nacionales o internacionales, y coordinar

muchas iniciativas (talleres, escuelas, acciones nacionales de formacion, jornadas
tematicas, etc.), en lo que concierne al crecimiento de cristales y caracterizaciones

relacionadas.

El eje transversal de crecimiento de cristales de la AFC no solamente abarca actividades

de crecimiento de materiales monocristalinos en volumen, sino ademas incluye muchas

ramas cientificas y tecnoldgicas tales como:

Fundamentos de nucleacion y crecimiento de cristales: teoria, modelizacion y

experimentos disefiados para aprender los conceptos bdsicos de nucleacion y
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crecimiento de cristales; Termodindmica de interfaces; Simulacion y practica del
crecimiento, situacion actual y perspectivas futuras de posibilidades y limitaciones
de la simulacién numérica para predicciones en crecimiento de cristales; Medidas
de propiedades fisicoquimicas de liquidos relacionados con el crecimiento de

cristales.
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Medidas estadisticas del tiempo de induccion para estudiar la nucleacion: seguimiento temporal de
gotas salinas cuya volatilizacion conduce a la nucleacién y al crecimiento de un cristal inico en cada
gota (R. Grossier/R. Morin/S. Veesler - CINaM).

- Crecimiento de cristales masivos: mecanismos de cristalizacion, inestabilidades
morfoldgicas, inestabilidades en el crecimiento; Tecnologias de crecimiento y
control de procesos; Desarollo de nuevos métodos y enfoques de crecimiento de

cristales masivos.

Horno “Tri-arcos” para experimentos de crecimiento de cristales por el método Czochralski.

- Superficies, interfaces, crecimiento epitaxial, capas delgadas: estructura vy
propiedades de interfaces sdlido-vapor, sdlido-liquido y solido-soélido y morfologia
de superficie; Aspectos fisicos, quimicos y tecnoldgicos de la formacion de capas

delgadas y crecimiento epitaxial; Ciencia de interfaces de los defectos superficiales,
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y agentes tensoactivos; Evolucion del estrés durante el crecimiento; estabilidad

morfoldgica.

Defectos estructurales y impurezas en materiales cristalinos: mecanismos de
formacion de los defectos en los cristales; Investigaciones de la quimica de cristales,
de estructuras cristalinas, de propiedades fisicas basadas en defectos estructurales;

Defectos de volumen o superficiales.

Crecimiento y caracterizacion de nanoestructuras, sistemas reducidos y de baja
dimensionalidad: sintesis de nanoparticulas, puntos cuanticos, nanohilos,
nanotubos, y otras estructuras de baja dimensionalidad; Materiales para fabricacion
aditiva; Fabricacion precisa de estructuras a tamafio nanométrico por litografia,
autoensamblaje, sintesis quimica; Aplicaciones en las esferas de la conversion y el
almacenamiento de la energia, magnetismo, optoelectrénica, computacién

cuantica, sistemas nanoelectromecanicos y electronica de semiconductores.

Cristalizacion de materiales inorganicos: crecimiento de materiales inorganicos
avanzados; Cristalizacion en sistemas sélido-vapor, sélido-liquido y sélido-sélido;

Estructura cristalina y propiedades fisicas; Mesocristales y sistemas coloidales.
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Variados monocristales de 6xidos de metales de transicion crecidos por fusion de zona vertical en

un horno a calentamiento dptico (izquierda), o por el método Czochralski (derecha), orientados por

el método Laue y cortados orientados (M. Velazquez - LPCES ; R. Belhoucif/P. Veber/M. Velazquez -

ICMCB).

Cristalizacion de sistemas organicos y bioldgicos: avances en crecimiento de
cristales organicos, macromoleculares y biomoleculares; Materiales cristalinos

poliméricos y proteinicos; Avances actuales en biomineralizacién, cristalizacion
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macromolecular, crecimiento cristalino de proteinas y sintesis de materiales
bioinspirada; Biomiméticos, y aprendiendo de la naturaleza como crecer cristales

organicos y biomacromoleculares.

- Cristalizacién industrial, tecnologias y control de procesos industriales:
cristalizacién para aplicaciones industriales; Nuevos equipos y tecnologias,
innovaciones logradas en esta década en lo que concierne a la cristalizacién
industrial; Cristalizacion de alimentos, de cosméticos y farmacéutica; Preparacion

de cristales: limpieza, tallado, pulido, estructuracién y dar forma.

- Nuevos materiales y estructuras: nuevos materiales y estructuras con propiedades
mejoradas o especificas y/o aplicaciones recién disenadas; Estructuras hibridas
organicas y inorganicas; Aplicaciones en las esferas de la conversién y el
almacenamiento de energia, magnetismo, optoelectrénica, computacién cuantica,

sistemas nanoelectromecanicos y electronica de semiconductores.

- Nuevos métodos y técnicas de crecimiento de cristales: crecimiento de cristales en
diversos campos externos y condiciones extremas - campos eléctricos, campos
magnéticos, hiper- y micro-gravedad, radiacién, vibracion, bafios ultrasénicos, alta

presion, tensién mecanica y/o térmica, etc.; Tecnologias de punta de crecimiento.

- Adelantos en métodos de observacion y caracterizacion: métodos de seguimiento
in situ y de control, y analisis de las propiedades quimicas, estructurales y fisicas
de los cristales; Microscopia, espectroscopia, topografia, dispersion y otras técnicas

de caracterisacién; Recientes avances en métodos de seguimiento in situ.
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Investigaciones por microscopio optico de cristales creciendo en solucion.

En las investigaciones abarcadas por el eje transversal de crecimiento de cristales de

la AFC, se trata de practicamente todos los tipos de materiales:

Semiconductores III-V (crecimiento epitaxial y de cristales masivos);
Semiconductores del grupo IV (los progresos mas recientes en crecimiento de
semiconductores del grupo IV, como Si, Ge y SiGe);

Materiales bidimensionales (crecimiento y aplicacién del grafeno y otros materiales
2D);

Materiales II-VI y oOxidos (crecimiento de HgCdTe, ZnSe, ZnO y CdTe, asi como
otros materiales II-VI y oxidos);

Materiales para la espintronica (crecimiento de materiales espintronicos incluidos
semiconductores magnéticos diluidos, éxidos y metales);

Materiales para dispositivos opticos (crecimiento de cristales y caracterizacién de
materiales para dispositivos 6pticos como los laseres, la 6ptica no lineal, células
solares, materiales magnétodpticos, y demas);

Materiales para dispositivos electréonicos (preparacion y caracterizacion de

materiales avanzados);
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- Materiales para dispositivos organicos y bioaplicaciones (materiales funcionales y
dispositivos para la electronica organica y bioaplicaciones. Crecimiento de capas
delgadas, autoensamblaje y autoorganizacién);

- Semiconductores nitruros (progresos recientes y delineando orientaciones futuras
en la esfera de los sustratos masivos y crecimiento de capas delgadas de III-
nitruros);

- Carburo de silicio (avanzes tecnoldgicos y cientificos en la esfera del SiC y
materiales relacionados como el diamante);

- Materiales ferroeléctricos, piezoeléctricos, dieléctricos, incluidos los materiales sin
plomo;

- Materiales quirales, sobre todo materiales multiferroicos;

- Cristales para los detectores bolométricos centelleadores a las temperaturas

criogénicas;

Crecimiento de un cristal de LisEu(BO3)s por fusion de zona vertical en un horno a calentamiento
optico (R. Belhoucif/M. Velazquez - ICMCB).



